Neutronais apSvitinty GaN sensoriy elektrinio atsako charakteristikos

Characteristics of the electrical response of neutron irradiated GaN sensors
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Ammono-termine technologija [1] uzauginta galio
nitrido (AT GaN) medZziaga yra viena perspektyviausiy
daleliy detektoriy formavimui [2]. Sioje medZiagoje
dislokacijy tankis (DD ~ 10*10° cm™) yra Zenkliai
mazesnis  (DD~10%-10° c¢m™2) negu  kitomis
technologijomis (MOCVD, HVPE) uZzaugintose GaN
medZziagose (DD>10% cm2). Todél AT GaN pagrindu
suformuoty apsvity jutikliy atsparumo radiacijai ir Siy
detektoriy signaly kaitos, didéjant apsitos jtekiui, tyrimai
yra aktualdis.

Siame darbe buvo tiriamos AT GaN sensoriy
elektrinio atsako charakteristikos. AT GaN medziagos
buvo legiruotos (~10* cm) Mn ir Mg priemaidomis. Mg
yra pladiausiai taikoma priemaisa p-laidumo GaN
medZziagai suformuoti. Mn ¢ia veikia kaip sparcios
rekombinacijos centrai ir kompensuojancios kity
technologiniy  defekty  kriivj  priemaiSos, taip
suformuojant  pusiau-izoliuojan¢ia GaN medziagg.
Strukttiros metalas-izoliatorius-metalas (MiM) sensoriali
buvo suformuoti metalizuojant ~400 pum storio AT GaN
0.3x0.3 cm? ploto ploksteliy poliruotus pavirsius.
Viename metalizacijos pavir§iuje yra formuojama skaidri
diafragma optiniam suzadinimui lazerio pluosteliu. Sie
sensoriai buvo apsvitinti reaktoriaus neutronais, keiciant
ap$vitos jtekj 1011-5x10% n/cm?intervale.

Sensoriy impulsinis elektrinis atsakas  buvo
registruojamas srovés kinetiky (TCT- transient current
technique) metodu [3, 4]. Lygiagreéiai buvo
kontroliuojami kriivininky rekombinacijos trukmés
kitimai, krivininky gyvavimo trukme¢ jvertinant i$
koncentracijos nykimo spartos, matuojamos nesalytiniu
mikrobangomis zonduojamo fotolaidumo kinetiky
metodu. Kriivininky  rekombinacijos trukmés
neapsvitintuose AT GaN:Mn bandiniuose sieké ~30 ns, o
GaN:Mg — 1-10 ps. Sios rekombinacijos trukmés yra
zenkliai ilgesnés uz tipines kriivininky dreifo kinetikas,
esant iSorinei jtampai >200 V.

Tipiskos TCT metodu uzregistruotos kriivininky
dreifo kinetikos, zadinant kriivininkus priepavirSiniame
sluoksnyje, yra iliustruojamos 1 pav. Mn legiruotuose
GaN sensoriuose matoma (1a pav.) ploks¢ia impulso
vir$iing, kuri siejama su kriivininky dreifo trukme (~1 ns),
ir, deél salyginai trumpos rekombinacijos trukmeés
GaN:Mn, nepavyksta iSskirti dreifo sandy. Didéjant
neutrony jtékiui, TCT srové mazéja dél kriavininky
gyvavimo trukmés trumpéjimo, kai auga radiaciniy
rekombinacijos centry koncentracija. Mg legiruoto AT
GaN sensoriuose, kuriuose yra zenkliai ilgesné
kroivininky gyvavimo trukmé, galima iSskirti (1b pav.)
bipolio  (pradiné smailé¢) ir monopolio kravininky
dreifo (vélesnis vingis) komponentes. Kaip ir AT

GaN:Mn sensoriuose, didéjant neutrony apsvitos jtékiui,
TCT srové AT GaN:Mg sensoriuose mazéja dél
kravininky gyvavimo trukmés trumpéjimo dél radiaciniy
rekombinacijos centry.
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1 pav. TCT kinetiky evoliucija, kintant reaktoriaus
neutrony apsvitos jtékiui, AT GaN:Mn (a) ir AT
GaN:Mg sensoriuose.

Tikslesniems kriivininky transporto parametry kaitos
jvertinimams buvo atlikti TCT kinetiky profiliavimai,
skenuojant suzadinimo pluosteliu sensoriaus briauna. Sie
rezultatai bus pla¢iau pateikti ir aptarti pranesime.

Reiksminiai ZodZiai: Ammono-terminés technologijos
GaN, srovés kinetiky metodas, kinetiky profiliavimas.
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